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Min NOM Max
A 4.85 4.90 4.95
B 5.70 5.75 5.80
C 6.00 6.02 6.10
D 3.00 3.10 3.20
E 1.27 BSC
F 2.10 2.20 2.30
G 3.90 4.00 4.10
H 4.98 5.02 5.05
| 1.20 1.23 1.30
J 0.25 0.30 0.35
K 0.24 0.25 0. 30
L 1.70 1.80 1.90
M 0.82 0.92 1.02
N 0. 45 0.55 0.70
0 0.35 0.40 0.45
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	DKTH045G是一款电流模式控制的AC-DC电源管理功率开关芯片,并且带有恒功率功能。DKTH04
	上电启动
	DKTH045G内部集成了高压启动电路。上电启动时，芯片通过内部连接SW和VCC引脚的高压电流源，对
	软启动
	输入电压上电/掉电检测
	抖频
	CS电阻短路保护
	每次系统上电时，如检测到CS电阻短路，DKTH045G停止PWM输出，待停止96mS后重新上电。
	前沿消隐

	输出过/欠压保护（OVP/UVP）
	反馈控制
	25KHz 最低频率钳位
	退磁检测

